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项目名称：金刚石肖特基势垒二极管的优化与器件性能研究
完成单位：陕西科技大学、西安交通大学、西安科技大学
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项目简介：
金刚石作为一种宽禁带半导体具有优异的电学、热学性能，与pn结二极管相比，金刚石肖特基势垒二极管(SBD)作为一种利用金属和半导体接触整流效应形成的单极性半导体器件，无少数载流子的存储效应，无扩散电容，具有导通电阻小、功耗低、频率特性好、开关响应速度快等优点, 广泛应用于高温大功率整流器、高速集成电路以及微波技术等多个领域。    
由于金刚石材料的特殊性以及目前材料生长和器件制备等工艺还不够成熟，金刚石SBD器件低的正向导通电阻、低的反向漏电流、高的击穿电压、高的开关速度等优越性能还没能够得到充分的体现，器件的整流特性、击穿特性和开关特性还不是很理想，有待于进一步的提升和优化。本项目从材料的选取、工艺参数的控制、器件结构的设计等多个方面入手，系统研究了金刚石外延层掺杂浓度、厚度、外延层表面处理工艺、欧姆接触电极金属材料、肖特基接触材料、退火工艺、场板绝缘材料、场板绝缘层厚度、场板尺寸对金刚石SBD器件性能影响。
项目研究过程中，将场板结终端技术应用于金刚石SBD器件中，并建立了场板结终端对金刚石肖特基势垒二极管的数值模拟模型，模拟了场板结构参数对器性能的影响并对场板进行了优化。开发了场板结终端对金刚石肖特基势垒二极管的制备工艺以及工艺流程，目前已发表4 EI篇研究论文，申请国家发明1项。
项目研究成果对提高金刚石SBD器件的性能提供了重要的工艺指导和技术支持，同时也对研究和开发金刚石基晶体管、探测器等其它结型器件开发的有着重要的参考价值。
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